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※概要（Summary ）： 
金属錯体分子は、有機分子と遷移金属を組み合わせる

ことにより、任意の構造を分子設計できる特徴がある。

金属錯体の電子伝導は非常に興味深いが、両端を金属

に接続して電気的特性を見た例はほとんどない。 
	 再構成生体分子・機能性分子を集積回路の部品とし

て用いた新機能デバイスを実現するために、シリコン

基板上に電極を形成し、金属錯体超分子を形成し、そ

の電子伝導を測定する。 
 
※実験（Experimental）： 
シリコン基板上に酸化膜および ITO 電極を形成した
後、ITO電極をパターニングする。この後、ＥＢ蒸着
により薄い酸化膜をデポする。電子線描画装置を用い

て酸化膜に 20-150nmの穴を形成し、金属錯体分子を
ITO 表面のみに吸着させる。この後、Au 電極を形成
し、パターニングすることにより、面積の定まった

Au-金属錯体分子-ITO構造を形成し、プローバにより
電気特性を計測する。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
金属錯体の電子伝導が２つの伝導、すなわち、巨視

的量子トンネル(super-exchange)とホッピング伝導
(trap-limited space-charge-limited current)の共存と
して表されることが明らかになった。これは金属錯体

超分子が単電子デバイス(single-electron device)の伝
導機構を示すことを示している。 
※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
ナノ領域で金属錯体分子を形成することにより、室

温単電子デバイスの実現を図る。 
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